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ご注意書き 

 

１． 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品

のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、

当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。 
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的

財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の

特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。 
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。 
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説

明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用す

る場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損

害に関し、当社は、一切その責任を負いません。 
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところに

より必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の

目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外

の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。 
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したものですが、誤りがないことを保証するも

のではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合におい

ても、当社は、一切その責任を負いません。 
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、

各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確

認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当

社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図

されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、

「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または

第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、デ

ータ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。 
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、

産業用ロボット 
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命

維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当） 
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生

命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他

直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム

等 
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件そ

の他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用さ

れた場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。 
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生した

り、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っ

ておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じ

させないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージン

グ処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単

独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。 
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用

に際しては、特定の物質の含有･使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、

かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し

て、当社は、一切その責任を負いません。 
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお

断りいたします。 
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご

照会ください。 
 
注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレク

トロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。 
注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいい

ます。 
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M62021L/P/FP 
メモリバックアップ切り換え SW内蔵システムリセット IC 

RJJ03D0775-0200 
Rev.2.00 

2007.06.15 

概要 
M62021は，SRAMやマイコン (内蔵 RAM) のメモリなどのバックアップ機能を制御するシステムリセッ
ト ICです。 

パワーダウンおよび電源異常時には，マイコンにリセット信号 (RES, RES) を出力します。同時に，RAM
を主電源からバックアップ電源へと切り換え，スタンバイ状態となる信号 (CS) を出力し，RAMをバック
アップ回路へと切り換えます。 

M62021は，マイコンシステムに必要な電源監視機能と RAMのバックアップ機能をワンチップ化している
ため，従来のような個別 ICやディスクリート部品を使用していた場合に比べて，少数部品で容易に構成する
ことができます。 

特長 
• RAMの主電源とバックアップ電源とを切り換えるスイッチ内蔵 
• 低入出力間電圧差 (IOUT = 80mA, VIN = 5V) 0.2V Typ 
• 検出電圧 (電源監視電圧) 4.40V ± 0.2V 
• チップ・セレクト信号出力 (CS) 
• 2系統リセット出力 (RES, RES) 
• パワーオンリセット回路内蔵 
• Ct端子に外付け容量により遅延時間可変 
• バックアップ機能を少数部品で容易に構成 
 

用途 
• マイコンシステムのメモリバックアップ，バックアップ機能内蔵の SRAMボードなどの外部電源と電池
の切り換えを必要とする電源コントロールシステム等 

 

ブロックダイアグラム 
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ピン配置 
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 PRSP0008DE-C [FP] (recommend)

 PRSP0008DA-A (8P2S-A) [FP] (not recommend for new design)

: PRSS0008AA-A (8P5) [L]  

 

端子機能 
端子 No. 端子名 記号 機能 

1 電源出力 VOUT VINと VBATを内部スイッチでコントロールし VOUT出力されます。 
最大 100mAの出力電流能力があり，CMOS, RAM等の VDDにご使用くだ

さい。 
2 バックアップ電源入力 VBAT バックアップ電源を接続する端子です。 

リチウム電池使用の場合には，安全対策として抵抗をシリーズに接続して

ください。 
3 電源入力 VIN +5Vの入力端子です。ロジック系の電源を接続してください。 
4 遅延容量付加端子 Ct 遅延容量を接続する端子です。容量を接続することにより，各出力を遅延

することができます。 
5 リセット正出力 RES マイコンのリセット正入力に接続してください。1mAの Sink電流能力が

あります。 
6 接地 GND すべての信号の基準となります。 
7 リセット負出力 RES マイコンのリセット負入力に接続してください。1mAの Sink電流能力が

あります。 
8 チップ・セレクト出力 CS RAMの Chip Select入力に接続してください。CS出力は正常時 Lowとな

り，RAMをアクティブ状態にします。異常時およびバックアップ時には
Highとなり，RAMは読み込みも書き込みもできないスタンバイ状態とな
ります。1mAの Sink電流能力があります。 
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絶対最大定格 
(指定のない場合は，Ta = 25°C) 

項目 記号 定格値 単位 条件 
入力電圧 VIN 7 V  
出力電流 IOUT 100 mA  

800 8ピン SIP 
625 8ピン DIP 

内部消費電力 Pd 

440 

mW 

8ピン SOP 
8 8ピン SIP 

6.25 8ピン DIP 
熱低減率 Kθ 

4.4 

mW/°C Ta ≥ 25°C 

8ピン SOP 
動作周囲温度 Topr –20～+75 °C  
保存温度 Tstg –40～+125 °C  
 

電気的特性 
(指定のない場合は，Ta = 25°C) 

項目 記号 Min Typ Max 単位 測定条件 
検出電圧 VS 4.2 4.4 4.6 V VIN (H→Lに変化時) 
ヒステリシス電圧 ∆VS 50 100 200 mV ∆VS = VSH – VSL 
検出電圧温度係数 VS/∆T — 0.005 — %/°C  

— 2.0 4.0 VIN = 4V 回路電流 ICC 
— 7.5 12.0 

mA IOUT = 0mA 
VIN = 5V 

— 0.125 0.25 IOUT = 50mA 入出力間電圧差 VDROP 
— 0.2 0.4 

V VIN = 5V 
IOUT = 80mA 

Ct “H” 出力電圧 VOH(Ct) 4.5 5.0 — V VIN = 5V *1 
Ct “L” 出力電圧 VOL(Ct) — 0.02 0.1 V VIN = 4V *1 
RES “H” 出力電圧 VOH(RES) 3.5 4.0 — V VIN = 4V *1 

— 0.02 — *1 RES “L” 出力電圧 VOL(RES) 
— 0.05 0.2 

V VIN = 5V 
Isink = 1mA 

RES “H” 出力電圧 VOH(RES) 4.5 5.0 — V VIN = 5V *1 
— 0.02 — *1 RES “L” 出力電圧 VOL(RES) 
— 0.05 0.2 

V VIN = 4V 
Isink = 1mA 

3.50 3.57 — VIN = 4V *2 CS “H” 出力電圧 VOH(CS) 
2.40 2.47 — 

V 
VIN = 0V, VBAT = 3V *2 

— 0.08 — *1 CS “L” 出力電圧 VOL(CS) 
— 0.1 0.3 

V VIN = 5V 
Isink = 1mA 

— — ±0.5 VIN = 5V バックアップ Diリーク電流 IR 
— — ±0.5 

µA VBAT = 3V 
VIN = 0V 

バックアップ Di順方向電圧 VF — 0.54 0.6 V IF = 10µA 
遅延時間 tpd 10 27 55 ms VIN = 0V→5V, Ct = 4.7µF 
反応時間 td — 5.0 25.0 µs VIN = 5V→4V 
RES動作限界電圧 VOPL(RES) — 0.65 — V *3 
【注】 1. VOH, VOL測定条件は，外付け抵抗なしで内部抵抗のみの値となります。 
 2. CS端子—GND間に外付け抵抗 RCS = 1MΩ付加しての値となります。 
 3. 外付け抵抗なし (内部抵抗 10kΩのみ) 
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測定回路 
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図 1 測定回路 

スイッチマトリクス 
SW  

項目 
 
記号 

 
V1 

 
V2 

 
IF1 

 
IF2 1 2 3 4 5 6 7 

測定

計器

4V 
回路電流 ICC 

5V 
— — — 1 ON OFF 1 OFF 1 1 Im1 

VOUT 2 
CS 3 
Ct 4 
RES 5 

検出電圧 
(VIN立ち下がり) 

RES 

VS 
(VSL) 

5Vより
減少 — — — 1 ON OFF 1 OFF 

6 

1 

*2 
Vm4
CRT
Vm1

–50mA
入出力間電圧差 VDROP 5V — 

–80mA
— 1 ON OFF 1 OFF 2 2 Vm2

Ct “H” 出力電圧 VOH(Ct) 5V 
Ct “L” 出力電圧 VOL(Ct) 4V 

— — — 1 ON OFF 1 OFF 4 1 Vm4

RES “H” 出力電圧 VOH(RES) 4V 
— 1 

RES “L” 出力電圧 VOL(RES) 5V 
— 

1mA 
— 1 ON OFF 1 OFF 5 

2 
Vm4

RES “H” 出力電圧 VOH(RES) 5V 
— 1 

RES “L” 出力電圧 VOL(RES) 4V 
— 

1mA 
— 1 ON OFF 1 OFF 6 

2 
Vm4

4V — CS “H” 出力電圧 *1 VOH(CS) 0V 3V — 1 

CS “L” 出力電圧 VOL(CS) 5V — 
1mA 

— 1 ON OFF 1 OFF 3 

2 

Vm4

5V 
バックアップ Diリーク電流 IR 

0V 
3V — — 1 ON OFF 2 OFF 1 1 Im2 

バックアップ Di順方向電圧 VF 0V — — 10µA 1 ON OFF 3 ON 1 1 Vm3
VOUT 2 
CS 3 
RES 5 

遅延時間 
反応時間 

RES 

tpd 
td 

— — — — 2 
*3 ON ON

*4 1 OFF 

6 

1 CRT

【注】 1. VOH(CS)測定時には，CS端子—GND間に 1MΩの抵抗を付加してください。 
 2. 各出力を Vm4か CRTでモニタしておき，出力が H→L, L→Hに変化した時の入力電圧 Vm1を測定します。 

VSHは，VINを 4Vより増加させ，出力が H→L, L→Hに変化した時の入力電圧 Vm1を測定します。 
∆VSは VSH – VSLとなります。 

 3. 遅延時間測定時は，VINを 0V→5Vに変化させ，VINとの立ち上がりの遅延をモニタにて比較し測定します。 
反応時間測定時は，VINを 5V→4Vに変化させ，VINとの立ち上がりの遅延をモニタにて比較し測定します。 

 4. 反応時間測定時は，OFFにします。 
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応用回路 
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図 2 応用回路 
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構成 

電源検出回路 

内部基準電圧 Vrefと，抵抗分割電圧 VR (入力電圧 VINの R1, R2との抵抗分割電圧) とをコンパレータで比
較しています。 

入力電圧が 5Vでは，VRを 1.24V以上に設定していますので，コンパレータ出力は Lowで Ct出力 (Q1コ
レクタ出力) は Highとなります。入力電圧が 4.4V以下に降下した異常時には，VRは 1.24V以下となり，コ
ンパレータ出力は Lowから Highに，Ct出力は Highから Lowへと変化します。このときの入力電圧を VSL
といいます。次に，異常時から復帰し入力電圧が上昇したときは，VSLよりも 100mV以上大きい電圧でコン
パレータ出力は Highから Lowになり，Ct出力は Lowから Highに変化します。 

この検出用コンパレータには，100mVのヒステリシス (∆VS) を持たせており，入力電圧がゆっくり下がる
場合や，VRが Vrefとほぼ等しいときに誤動作しないようにしています。 
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図 3 

遅延回路 

Ct端子に外付け容量を接続すると，RCの過度現象 (充電) により，RES, RES, CS, VOUTに遅延がかかりま
す。 

遅延時間の設定は下記のようになります。 

 (tpd) = C1 × (R3 + R4) × 1n

 = C1 × 22kΩ × 0.2614

 ≈ 5.75 × 103 × C1

* C

[VOH(Ct) – VOL(Ct)]

[VOH(Ct) – INV1(VTH)]

 
マイコンの発振回路が安定動作するまでの時間を考慮し，Ct端子には 4.7µF程度の容量を接続してくださ
い。(電源の立ち下がりスピードによっては，内部構成上，検出反応時間が遅くなりますので，あまり大きな
容量をつけないでください。反応時間が遅くなる場合は，容量に並列に 2～3Vのツェナーを接続すると改善
できます。) 

VOH(Ct)

VOL(Ct)

INV1(Vth)

tpd

 

図 4 遅延時の Ct出力波形 
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シュミット・トリガ回路 

RCの遅延回路により，立ち上がりがゆっくりとした波形となるため，INV1, INV2, R5, R6によりシュミッ
ト・トリガ回路を形成しヒステリシスを持たせ，各出力のチャタリングを防止しています。 
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図 5 内部回路 



M62021L/P/FP 

RJJ03D0775-0200  Rev.2.00  2007.06.15  
Page 8 of 13 

タイミング図 

V1 = VIN – VDROP

V2 = VIN – Q4VEB(Di)

V3 = VIN(VSL) – VDROP

V4 = VIN(VSL) – Q4VEB(Di)

V5 = VBAT – VF

∆VS
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図 6 タイミング図 

 
正常動作時 異常時 (瞬低) 異常時 (瞬低) により復帰 バックアップ時 入力電圧 

 
 
 
 
出力端子 

入力電圧 5V 入力電圧 5V→4V 
入力電圧が VSL以下にな

ると各出力が変化します。

入力電圧 4V→5V 
VSLよりも 100mV以上大き
くなったとき遅延回路で遅

延された後，各出力は変化し

ます。 

入力電圧 0V 
バックアップ電圧 3V 

VOUT Q4が ON状態で VIN – 
VDROPの電圧が出力され

ます。 

Q4がOFFされQ4の E – 
B間ダイオードにより VIN 
– Q4VEB(Di)の電圧が出力
されます。 

遅延後の Q4の ONにより
VIN – VDROPの電圧が出力さ

れます。 

VBAT – VFとなります。

RES ロジック Lowで出力レベ
ルは VOL(RES)となります。 

ロジックLowよりHighへ
変化し，出力レベルは入力

電圧にほぼ等しくなりま

す。 

ロジックHighを保持後 Low
に変化します。 

— 

RES ロジック Highで出力レベ
ルは VOH(RES)となります。 

ロジックHighよりLowへ
変化し，出力レベルは

VOL(RES)になります。 

ロジック Lowを保持後High
に変化します。 

— 

CS ロジック Lowで出力レベ
ルは VOL(CS)となります。 

ロジックLowよりHighへ
変化し，出力レベルは VIN 
– Q4VEB(Di)の電圧が出力
されます。 

ロジックHighを保持後 Low
に変化します。 

ロジック Highを出力し
レベルは VBAT – VFとな

ります。 
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特性曲線 
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外形寸法図 
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